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 11.076 “La Situación de la Ingeniería en América Latina”, Congreso 

Nacional de Posgrado, Morelia, Michoacán, México, septiembre 
27, 2012. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
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2015. 

  (Curso Tutorial, 180 minutos) 
 
 11.088 “A Bird’s-eye View of Microwave R&D in Latin America”, R. 
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Phoenix, Arizona, EUA, mayo 21, 2015. 
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  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.091 “Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, Cuarto 

Congreso Internacional de Instrumentación, Control y 
Telecomunicaciones y Primer Congreso Internacional en Diseño, 
Fabricación y Nuevos Materiales, Universidad Santo Tomás, 
Tunja, Colombia, octubre 22, 2015. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.092 “Diseño de Antenas”, R. Murphy, Cuarto Congreso Internacional 

de Instrumentación, Control y Telecomunicaciones y Primer 
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23, 2015. 
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 11.095 “Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency 

Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Santa Maria, Brasil, 
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 11.096 “Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency 

Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
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 11.097 “An Overview of RF and Microwave Engineering Research 

Collaboration between Latin America and the Rest of the World”, 
R. Murphy, 46th European Microwave Conference (EuMWC 2016), 
Londres, Inglaterra, octubre 6, 2016. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
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2017 11.098 “A Versatile, CMOS Compatible, Integrated Antenna for Millimeter-

Wave Applications”, R. Murphy, 2017 Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LASCAS 2017), Bariloche, Argentina, 
February 22, 2017. 
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 11.099 “The Global Impact of Electrical and Computer Engineering in 
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  (Participación invitada en Mesa Redonda, 90 minutos) 
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 11.103 “Antenas en Circuitos Integrados”, R. Murphy, Universidad de 

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, agosto 23, 2017. 
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 11.104 “Antenas Integradas”, R. Murphy, Universidad Iberoamericana 

Puebla, octubre 5, 2017. 
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Puebla, México, octubre 27-29 2004. 

 
 Miembro del Technical Program Committee para el Fifth IEEE 

International Caracas Conference on Devices, Circuits and 
Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, República Dominicana, 
noviembre 3-5 2004.  

 
 Presidente del Comité Organizador para el Quinto Encuentro de 

Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8-9 2004. 
 
 Coordinador General del Comité Organizador del IEEE Latin 

American CAS Tour 2004, Boca del Río, Veracruz, México, 
noviembre 17-19 2004. 

 
2005 Miembro del Comité Técnico del XI Taller Iberchip (IWS-2005), 

Salvador de Bahía, Brasil, marzo 28-30, 2005. 
 
 Coordinador de Finanzas para el XIX Congreso Nacional de 

Posgrado, Puebla, Puebla, México, septiembre 19-21, 2005. 
 
 Presidente del Comité Organizador para el Sexto Encuentro de 

Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, octubre 27-28 2005. 
 
2006 Miembro del Comité Técnico del XII Taller Iberchip (IWS-2006), 

San José, Costa Rica, marzo 22-24, 2006. 
 
 General Chair para el Sixth IEEE International Caribbean 

Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2006), 
Playa del Carmen, Quintana Roo, México, abril 26-28 2006.  

 
 Coordinador de Finanzas para el XX Congreso Nacional de 

Posgrado, México, D.F., México, octubre 16-17 2006. 
 
 Coordinador General de la Expo-Posgrado durante el XX 

Congreso Nacional de Posgrado, México, D.F., México, octubre 
16-17 2006. 

 
 Miembro del Comité Técnico del Simposio de Metrología 2006, 

Querétaro, Querétaro, octubre 25-27 2006. 
 



—85— 

 Miembro del Comité Técnico de la 36th ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conference, San Diego, California, EUA, octubre 28-31 
2006. 

 
 Presidente del Comité Organizador para el Séptimo Encuentro 

de Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8 y 9, 
2006. 

 
2007 Miembro del Comité Técnico del XIII Taller Iberchip (IWS-2007), 

Lima, Perú, marzo 14-16, 2007. 
 
 Miembro del Comité Técnico del XVIII European Conference on 

Circuit Theory and Design (ECCTD 2007), Sevilla, España, agosto 
26-30, 2007. 

 
 Miembro del Comité Técnico de la 37th ASEE/IEEE Frontiers in 

Education Conference, Milwaukee, Wisconsin, EUA, octubre 10-13 
2007. 

 
 Presidente del Comité Organizador para el Octavo Encuentro de 

Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8 y 9, 
2007. 

 
 Coordinador de Finanzas para el XXI Congreso Nacional de 

Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México, noviembre 20-23 2007. 
 
 Coordinador General de la Expo-Posgrado durante el XXI 

Congreso Nacional de Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México, 
noviembre 20-23, 2007. 

 
 Miembro del Comité Técnico del XXII Conference on Design of 

Circuits and Integrated Systems (DCIS 07), Sevilla, España, 
noviembre 21-23, 2007. 

 
 Local Arrangements Chair para el Workshop on Frontiers in 

Electronics (WOFE 2007), Cozumel, Quintana Roo, México, 
diciembre 15-19  2007. 

 
2008 Local Arrangements Chair para el  Ninth IEEE Latin American 

Test Workshop, Puebla, Puebla, México, febrero 18-20  2008. 
 
 General Co-Chair para el  XIV Taller Iberchip (IWS-2008), Puebla, 

Puebla, México, febrero 20-22  2008. 
 
 Finance and Global Arrangements Chair para la Seventh IEEE 

International Caribbean Conference on Devices, Circuits and 
Systems (ICCDCS2008), Cancún, Quintana Roo, México, abril 28-
30 2008. 
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 Miembro del Comité Técnico del Simposio de Metrología 2008, 
Querétaro, Querétaro, octubre 22-24, 2008. 

 
 Miembro del Comité Técnico de la 38th ASEE/IEEE Frontiers in 

Education Conference, Saratoga Springs, Nueva York, EUA, 
octubre 22-25 2008. 

 
 Presidente del Comité Organizador para el XXII Congreso 

Nacional de Posgrado, Mérida, Yucatán, octubre 27 a 29, 2008. 
 
 Presidente del Comité Organizador para el Noveno Encuentro 

de Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 6 y 7, 
2008. 

 
 Miembro del Comité Técnico del XXIII Conference on Design of 

Circuits and Integrated Systems (DCIS 08), Grenoble, Francia, 
noviembre 12-14, 2008. 

 
 Local Arrangements Chair para el  Second Dependable Circuit 

Design Conference, Playa del Carmen, Quintana Roo, México, 
noviembre 27-28, 2008. 

 
2009 Miembro del Comité Técnico del 2009 International Workshop 

Series on Signal Integrity and High-Speed Interconnects 
(IMWS2009-R9), Guadalajara, Jalisco, México, febrero 20-21 
2009. 

 
 Miembro del Comité Técnico del XV International Workshop 

IBERCHIP (IWS 2009), Buenos Aires, Argentina, marzo 25-27 
2009. 

 
 Miembro del Comité Técnico de la 39th ASEE/IEEE Frontiers in 

Education Conference, San Antonio, Texas, EUA, octubre 18-21 
2009. 

 
 Presidente del Comité Organizador para el XXIII Congreso 

Nacional de Posgrado, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, 
octubre 12 a 14, 2009. 

 
 Vice-Presidente del Comité de Programa para la XVII Asamblea 

General del Iberoamerican Science and Technology Education 
Consortium, Albuquerque, Nuevo México, EUA, octubre 26-30, 
2009. 

 
 Presidente del Comité Organizador para el Décimo Encuentro 

de Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 5 y 6, 
2009. 
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 Presidente del Comité Local de Organización y Presidente de 
Finanzas del IEEE Circuits and Systems for Medical and 
Environmental Applications Workshop (CASME 09), Mérida, 
Yucatán, México, diciembre 14-16, 2009. 

 
2010 Miembro del Comité Técnico del XVI International Workshop 

IBERCHIP (IWS 2010), Iguazú, Brasil, febrero 23-25 2010. 
 
 Miembro del Comité Técnico de la 40th ASEE/IEEE Frontiers in 

Education Conference, Washington, DC, EUA, octubre 27-30 
2010. 

 
 Presidente del Comité Organizador para el XXIV Congreso 

Nacional de Posgrado, Colima, Colima, México, octubre 6 a 8, 
2010. 

 
 Presidente del Comité Organizador para el Undécimo Encuentro 

de Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 4 y 5, 
2010. 

 
 Presidente del Comité Local de Organización y Presidente de 

Finanzas del IEEE Circuits and Systems for Medical and 
Environmental Applications Workshop (CASME 10), Mérida, 
Yucatán, México, diciembre 13-15, 2010. 

 
2011 Presidente del Comité Académico del XVII International 

Workshop IBERCHIP (IWS 2011), Bogotá, Colombia, febrero 23-
25 2011. 

 
 Miembro del Comité Técnico del 12th IEEE Latin American Test 

Workshop (LATW 2011), Porto de Galinhas, Brasil, marzo 27-30 
2011. 

 
 Miembro del Comité Técnico de la 41st ASEE/IEEE Frontiers in 

Education Conference, Rapid City, South Dakota, EUA, octubre 
12-15 2011. 

 
2012 Presidente del Comité Local de Organización y Presidente de 

Finanzas del IEEE Circuits and Systems for Medical and 
Environmental Applications Workshop (CASME 12), Mérida, 
Yucatán, México, enero 9-10, 2012. 

 
 General Co-Chair y Tesorero para el  XVIII Taller Iberchip (IWS-

2012), Playa del Carmen, Quintana Roo, México, febrero 29-Marzo 
2  2012. 

 
 Tesorero para el  Third IEEE Latin American Symposium on 

Circuits and Systems (LASCAS 2012), Playa del Carmen, 
Quintana Roo, México, febrero 29-Marzo 2  2012. 
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 Presidente del Comité Local y Tesorero del 13th IEEE Latin 
American Test Workshop (LATW 2012), Quito, Ecuador, abril 10-
13 2012. 

 
 General Co-Chair  para la  Design and Test Summer School, 

Puebla, Puebla, México, octubre 25 y 26, 2012. 
 
2014 Miembro del Comité Técnico del 5th Latin American Symposium 

on Circuits and Systems (LASCAS 2014), Santiago, Chile, febrero 
25-28, 2014. 

 
 Presidente del Comité Global y Tesorero para la XX Asamblea 

General del Consorcio Iberoamericano para la Educación en 
Ciencia y Tecnología (ISTEC), Tonantzintla, Puebla, México, 
Marzo 25-28, 2014. 

 
 Presidente del Comité Global y Tesorero para la IEEE 

International Caribbean Conference on Devices, Circuits and 
Systems (ICCDCS 2014), Playa del Carmen, Quintana Roo, 
México, abril 2-4, 2014. 

 
 Co-Organizador de la Sesión Especial para América Latina en 

el marco del IEEE International Microwave Symposium (IMS 
2014), Tampa, Florida, EUA, junio 4, 2014. 

 
 Presidente del Comité Global y Tesorero para 22nd IFIP/IEEE 

International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-
SoC 2014), Playa del Carmen, Quintana Roo, México, octubre 6-8, 
2014. 

 
2015 Miembro del Comité Técnico del 6th Latin American Symposium 

on Circuits and Systems (LASCAS 2015), Montevideo, Uruguay, 
febrero 24-27, 2015. 

 
 Co-Organizador de la Sesión Especial para América Latina en 

el marco del IEEE International Microwave Symposium (IMS 
2015), Phoenix, Arizona, EUA, mayo 21, 2015. 

 
 Presidente del Comité Local de la 11th International School on 

the Effects of Radiation on Embedded Systems for Space 
Applications (SERESSA 2015), Puebla, México, noviembre 30-4 
diciembre, 2015. 

 
2016 Miembro del Comité Técnico del 7th Latin American Symposium 

on Circuits and Systems (LASCAS 2016), Florianópolis, Brasil, 
febrero 28-2 marzo, 2016. 

 
 Co-Organizador de la Sesión Especial “Microwaves in the 

Americas” en el marco de la European Microwave Conference 
(46th EuMC), Londres, Inglaterra, octubre 6, 2016. 
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 Co-Presidente del Comité Técnico de Programa para Latin 
American Microwave Conference (LAMC 2016), Puerto Vallarta, 
Jalisco, México, diciembre 12-14, 2016. 

 
2017 Miembro del Comité Técnico del 8th Latin American Symposium 

on Circuits and Systems (LASCAS 2017), Bariloche, Argentina, 
February 20-23, 2017. 

 
 Co-Presidente de 2017 International Caribbean Conference on 

Devices, Circuits and Systems (ICCDCS 2017), Cozumel, 
Quintana Roo, México, junio 5-7, 2017. 

 
2018 Co-Presidente del 2018 Latin American Symposium on Circuits 

and Systems, Puerto Vallarta, Jalisco, México, febrero 25-28, 
2018. 

 
 


